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１．概要（Summary） 
従来のエレクトロニクスにおいて電子は電荷を運ぶキャリ

ア(電流)としてデバイスの制御を支えてきた。それに対し

てメモリなどの不揮発性磁気デバイスでは磁場を用いて

磁性を制御している。スピントロニクスではスピンをこれら

の制御体系に加えることにより電子デバイスと磁気デバイ

スを融合し、高集積化や低消費電力化を目指している。 

本報告書においては、スピン MOSFET[1-2]の作製に係

る装置利用を報告する。スピン MOSFET とは MOSFET
のような素子構造においてソースとドレインに用いた 2 か

所の強磁性体の磁化の平行・反平行によりソース・ドレイ

ン間の抵抗を変調させる(トンネル磁気抵抗効果、またそ

の評価として MR 比を用いる)ことで既存の MOSFET に

もう一つの ON/OFF 状態を付加したデバイスを指す。ス

ピン MOSFET に関する研究は多々なされているが [3-5]、

ゲート変調と MR 比による ON/OFF の双方が十分大きい

デバイスは実現しておらず、工業化には至っていない。

我々は、ヘテロエピタキシャルな構造とチャネル長の微細

化によりソースからドレインまで電子がトンネルする状況を

作ることで横型スピン MOSFET の MR 比を増大しスピン

MOSFET 素子特性の飛躍的な改善が実現できると考え

ている。 

２．実験（Experimental） 
【利用した主な装置】 
・超高速大面積電子線描画装置 
・8 インチ汎用スパッタ装置 

【実験方法】 
電子線リソグラフィ(超高速大面積電子線描画装置)、ド

ライエッチング、蒸着及びスパッタ(8インチ汎用スパッタ装

置)を用いたデバイス作製を目指しており、各段階の条件

出しを行っている。デバイスの構造図を Fig. 1 に示す。 

３．結果と考察（Results and Discussion） 
EB リソグラフィ

におけるレジスト塗

布後のベーキング温

度、ドーズ量、現像

時間、溝部分を作製

するためのドライエ

ッチング(Ar milling)
の条件、レジストをは

がす際の条件などに

より細線型の溝の形状がどのように変化するのかを

観察し、条件を絞っていった。実際に、レジスト塗布

後のベーキング温度により溝の幅の安定性と線幅が

異なることや、リソグラフィにおけるドーズ量に対す

る線幅を調べることができた。 
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Fig. 1 Schematic image of 
a spin MOSFET 


